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Este invento se refiere en general -a circuitos
de contfol de memoria de control constituidos por mddulos
miltiples que funcionan de un modo continuo solapado, en -
donde los mddulos son operados ciclicamente en una secuen-
cia fija.

Este invento se refiere en particular a nuevos

Para una memoria de control que utiliza mddulos intercala-
dos en tiempo.

.- ANTECEDENTES DEL INVENTO

La técnica anterior describe memorias princi-
pales intercaladas para escribir y buscar datos e instruc
ciones con el fin de hacer disminuir el tiempo de acceso a
la memoria principal a un subm@ltiplo del tiempo de acceso
para cualquier mbdulo Gnico.

El presente invento utiliza también una plura-
lidad de mddulos de memoria para obtener una disminueién en
el tiempo de acceso para una memoria de control. Sin embar
g0, mas alld de este punto terminan las similitudes entre
la memoria de control objeto del invento y la memoria prin-
cipal intercalada convencional.

El direccionamiento o accesoc para memorias prin
cipales de la técnica anterior bien sean intercaladas o no;
es generado normalmente por un contador de instrucciones en
el sistema que funciona bajo control de un macroprograma.
Esta técnica de direccionamiento no es utilizada en el caso
del presente invento y estd sustituida por una nueva técni-
ca de direccicnamiento.

Las memorias de control de la técnica anterior

tienen generalmente una gran proporcidn de su capacidad dedi
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cada al requerimiento de direccionamiento siguiente. Como

resultado, es utilizado un alto porcentaje de la capacidad

rior por los campos de direccionamiento siguiente.

También, la dimensidn del campo de direccién
siguiente en la memoria de control convencional limita la
dimensidn de la memoria de control. Este margen de limita-
cidn es ampliado grandemente por el presente invento.

La Patente Norteaﬁericana 3.391.394 a favor
de Ottaway y otros constituye la técnica anterior conoci-
da més pertinente. Describe una memoria de control inter-
calada y no solapada compuesta por un Gnico médulo ROS que
contiene unidades direccionables llamadas palabras de memo
ria. Cada palabra de memoria contiene tres micropalabras
éuerson leidas de la memofia ROS comc un grupo en paralelo.
Pero solamente una de las tres micropalabras contenidaz en
una palabra de memoria de lectura de salida es selecciona-
da por el registro ROS para ejecucién subsiguiente. 1Ia mi
cropalabra seleccionada tiene un campo de dirececidn siguien-
te que selecciona 1a.siguiente palabra de meﬁoria para lec~
tura ROS y una de sus tres micropalabras para ejecucidn. - .
De este modo, durante cada ciclo de lectura de registro RCS
solamente estd disponible para ejecucidn una de las_tres
micropalabras de lectura. Fn el presente invento solamente
se lee una micropalabra durante cada ciclo, y cada micro-
palabra leida de cualquier médulo ROS esti disponible para
ejecucidn. Por tanto, estén disponibles unidades direccio-
nables ROS més pequefias con el presente invento en compara-
cidén con el sistema de mddulos ROS de la patente anterior,

con un aumento resultante en la velocidad de ejecu--
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cidén de micropalabra.

La Patente 3.391.354 propordipna fambién micro-
instrucciones USE que utiiiian Sitios de datos obtenidos del
canal de datos para modificar la direccidn para la siguien-
te palabra de Memoria ROS. El preBente invento amplia la
técnica de microinstrucciones USE ilustrando sobre su nueva
realizacidén en un entorno de funcionamiento intercalado y
solapado de mbdulos ROS plurales.

RESUMEN DEL INVENTOQ

El presente invento crea una sﬁngular disposi-
cibén de direccionamiento para una memoria de control compues
ta por mddulos milltiples que funciona de un modo solapado en
tiempo para obtener una utilizacidén muy eficiente de la ca-
pacidad de almacenamiento en los mddulos de memoria de con-
frol, que estan intercalados para mejorar el tiempo de acce-
so y para ampliar la direccionabilidad o accesibilidéd. El
invento pone en ejecucién un “forﬁato normal" para palabwas
de control de microinstruccién (es decir, micropalabras? en
donde estd dispuesto un campo modificador de direccién si}
guiente en vez de un.campo completo de direccidn siguiente.
El campo modificador utiliza solamente una fraccidn (es de-
cir 1/M) del niimero de bitios requeridos en una direccidn
completa, en donde M es el nfmero de mddulos intercalacos
en la memoria de control. El1 tamafio (en niimero de bitios)
del campo "modificador de direccidn siguiente” puede ser re
presentado por la expresién "F = A/M" en donde F es el niime
ro de bitios en el campo de direccidn modificador de direc-
cidén siguiente y A es el niimero de bitios requeridos en una
direccién de memoria de control completa para direccionar cus

quier micropalabra en el mismo mddulo.

1
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Una consecuencia de la reduccién del nimero de
bitios de direccionamiento siguiente en ﬁicropélabras norma
1és es que el tamafio totai de la memoria de control ya no
estd limitado por el nlimero de bitios de dirececidn siguien-
te por palabra de control, sino que se convierte en una fun
cién del nlmero de bitios en la palabra de control completa
y del nimero de médulos.

Adicionalmente, el campo modificador de direc-
cidén siguiente en la micropalabra "normal" se combina de mo
dos diferentes ‘con una direccién siguiente de micropalabra
previamente generada, con el fin de generar la siguiente di
reccidén para establecer acceso a la siguiente micropalabra

en el mismo mbdulo de memoriaz de control del cual fué leido

rentes justificaciones (es decir, alineaciones) del campo
modificador de micropalabra en curso con la direccidn si-
guiente de registro ROS previamente generada. Es decir, ca

da mbédulo utiliza una justificacién particular que es cife-

7]

rente de la justifiqacién utilizada por cada uno de los otro
mddulos.

La direccidn de iniciacidn en cualquier médnlo
especificado para microprogramas en la memoria de contiol se
obtiene mediante un tipo convencional de bifurcacidn ir.condi
cional, excepto en que la direccidn objetivo debe estar con-
tenida en el mismo médulo; la siguiente direccién de micro-
palabra contiene la direccién completa que se necesita para
establecer acceso directaménte a cualquier palabra en el mig
mo médulo de memoria de control. Déspués de ello, se utili-
za la singular técnica de direccionamiento siguiente modifi-

cada "normal" m&s eficiente para ahorrar espacio de memoria

Is




10

15

20

25

30

’ 1lajn ndGo, -b- L 2G_Oi_ ’

de control, puesto que solamente un porcentaje relativamen-

te pequefio de cada micropalabra "normal" se dedica a la fun '

cidén de direccionamiento éiguieﬁte.

La eficiencia de espacio derivada de este modo
de direccionamiento "normal" permite una reduccidn en el ta-
mafio de la pa%abra de control, lo que da lugar a memorias ‘
de control convencional mis pequefias y mis eficientes. Por
ejemplo, en una memoria de control convencional que utiliza
palabras de 16 bitios y que reqﬁiere una direccidn de 12 bi
tios, el 75% de la capacidad de memoria de control es utili
zado por requerimientos de direccionamiento siguiente, y so
lamente esti disponible el 25% para control de canal de da-

tos. Con este invento, solamente se utilizan cuatro bitios

en la palabra normal y 16 bitios para requerimientos de di-

reccionamiento siguiente, reduciendo este encabezamiento hag

ta aproximadamente el 25%, y dejando aproximadamente el 75%

de la capacidad para control de canal de datos, lo cual cong

tituye una mejora de casi un 300% en el rendimiento de fun-
cién de control de la memoria de control.

Ademis , és inaceptable un factor de encabezamien
to del 75%. Por tanto, no son pricticas las palabras de con
trol de 16 bitios en memorias que tienen 912
trol que requiereﬁ campos de direccidn siguiente convencic-
nales de 12 bitios. El resultado es que este invento hace
practica la utilizacidn de uné palabra de control de 16 kK tig

12

por ejemplo, en un mddulo de 10 palabras. Proporciona un

aumento en la eficiencia de la memoria de control, para un

conjunto dado de funciones de control, mis alld de lo espera

do del aumento de velocidad de médulos intercalados.

Es creado por este invento un tercer tipo de -

r

palabras de con
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direccionamiento de palabra de control para permitir selec-
tivamente el control de bifurcacién condicional de mieropro
gréma por parte de bitios insertados de canal de datos o mi
croprograﬁa. Es creada por este invento una realizacidn sig
vencional. ‘

Por consiguiente, un objeto principal de este
invento es obtener un funcionamiento de memoria de control
de alta velocidad con mbdulos fisicos de memoria de control
de baja velocidad, que pueden estar montados indistintamen-.
te en circuitos de memoria de control con posibilidad de es
critura, (memoria WCS) o en circuitos de memoria de control
fija o de lectura solamente (memoria ROS).

Otro objeto de este invento es crear una memo-
ria de control’éon un tipo singular de direccionamiento si-
guiente que reduce la cantidad de memoria de control dedica
da a requerimientos de direccionamiento siguiente, y al mis
mo tiempo aumenta el tamafio m&ximo direccionable de la memo
ria de control.

Un objeto adicional de este invento es crear
una memoria de control que tiene mbédulos de memoria de con-
trol m@ltiples que funcionan de un modo intercalado y sola-
rado vy que utiliza operaciones singulares de direccionamiéa
to siguiente. ‘

Otro objeto de este invento es crear una memo-
ria de control en la cual se obtiene una gama completa de
direccionamiento de memorié de control con una forma singu-
lar de campos modificadores de direccidn siguiente en micro-
palabras de modo normal; esto permite que la siguiente direc

cibn generada establezca acceso a una palabra de control en

’
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cualquier lugar en cualquier mddulo de la memoria de con-
trol'chapdo.la memoria de control ha sido anteriormente ope
rada ciclicamente una vez a través de cada uno de sus mddu-
los. . '

Un objeto adicional de este invento es crear
una técnica de direccionamiento de memoria de control de ga
ma completa utilizando justificacidn alternada cuando se -
combinan los campos modificadores de direccidn siguiente en
las micropalabras normales con la direccidn total obtenida
{iltimamente, en donde el grado de justificaciéﬁ estd deter-
minado por el mddulo €ue contenia la micropalabra que tiene|
el campo ﬁodificador en curso. De este modo, el grado de
justificacidén es diferente para los diferentes médulos, pe-
ro se utiliza la misma justificacidn para todas las micro-
pal;bras normales contenidas en el mismo médulo.

Otro objeto de este invento es crear una téeni
ca de modificacibén de direccibén utilizando un niimero minimo
de bitios modificadores de direccidn siguiente en micropa-
labras normales para direccionaﬁiento a través de la gama
total de direcciones de la memoria de control.

Alin otro objeto de este invento es crear en
una realizacidn preferida un campo modificador de direceién
siguiente de cuatro bitios en ﬁicropalabras normales para
modificar una direcciédn de memoria de control completa de
doce bitios.

Un objeto adicional de esfe invento es hacer
maximo el rendimiento y hacer minimo el coste para la cons-
truccidén de una memoria de control de alta velocidad crean-
do una disposicidn intercalada y solapada de mddulos de me-

moria de control de bajo coste y de velocidad relativamente

3
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Otro objeto de este invento.es crear una hemo—
ria de cbntrol de mbdulos miltiples intercalados y solapa-
dos en la cual el tamafio de micropalabra miximo de la memo
ria de control puede aumentarse sin aumentar el tamafio de
la direccifn de micropalabra aumentando el némerc de mddu-
los intercalados en el tiempo en la memoria de control. Adi
cionalmente, se disminuye el tamafio del campo modificador
de direccién siguiente a medida que aumenta el nfimero de md
dulos.

Un objeto adicional de esfe invento es crear
una memoria de control intercalada que hace posible la rea-
lizacidn de una funcidn "ejecutar" para seleccionar regis-
tros de fipes generales designados poy macroinstrucciones.

| Otros objetos, caracteristicas y ventajas del
preéente invento se pondrin mis de manifiesto a la ;uz anm
la siguiente descripcifn detallada de una realizacidn prefe
rida del mismo, como se ilustra en los dibujos.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La figura 1 es un diagrama de tiempos que repre

senta las relaciones de sincronismo solapadas e intercalacas

(22

en el funcionamiento de una memoria de control que tiene tre
médulos ROS en una realizacidn preferida. |
La figura 2 ilustra un canal de datos utilizado
en la realizacidn preferida.
La figuré 3 es un diagrama de bloques global de
la memoria de control y sus circuitos de control utilizados
en la realizacibn preferida.
Las figuras 3A, 3B, 3C, 3D y 3E ilustran con de

talle la memoria de control preferida y sus circuitos de con

.
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téol para proporcionar sefiales de control que intervienen
en el funcionamiento del canal de datos reéresenfédo en la
figura 2.

Las figuras 4A, 4B y uC son representéciones
1égicas del modo de direccionamiento siguiente "normal" uti
lizado en la realizacidn preferida.

La figura 5 proporciona una representacidn 14-
gica del modo de direccionamiento siguiente de bifurcacidn
condiéional puesto en ejecucidén por micropalabras "utilizar'
en la realizacidn preferida.

Las figuras 6 a 9 ilustran formatos para variog
tipos diferentes de micropalabras utilizadas en la realiza-
cidén preferida.

La figura 10 ilustra parte de un formato de
macroinstruccidn bien conocido para la designacidn de regis
tros para fines generales.

La figura 11 representa el soporte de cireui-
tos utilizados en el invento para seleccionar registros de
fines generales bajo control de microrutina. |

DESCRIPCION DETALLADA DE LA REALIZACION PREFERIDA

Médulos ROS Miltiples

La figura 3B ilustra tres mddulos 30, 31 y 22
que forman parte de la memoria dé control que se encuentra
en la realizacidn preferida. Cada uno de estos mddulos és
una entidad de circuito independiente del tipo convencional
de memoria fija (memoria ROS), que podrian ser en su lugar

médulos de memoria de control con posibilidad de escritura

de acceso. Estos tres mddulos estén designédos X ROS, Y ROS

y Z ROS, respectivamente.
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La figura 3FE ilustra el contenido del mddulo.
X ROS 303 ba salida a una micropaiabra de 16 hitios duran-
te cada ciclo X del sistema de sincronismo o de reloj.repre
sentado en ia figura 3. El1 médulo Y ROS 31 y el mddulo Z
ROS 32 son estructuralmente idénticos al mddulo X ROS ilus-
trado en la figura 3E. E1 mddulo X ROS 30 contiene un con-
junto X ROS, que puede ser un mdédulo ROS convencional, con
una entrada de direccidén proporcionada por l linea designa-
da "dirveceidn siguiente X (bitios 0-11)". Ista direccidn
de 12 bitios eé suministrada al final de un ciclo X. Duran’
te los dos ciclos siguientes del generador de sincronismo
(ciclo Yry ciclo Z), la linea de seleccidn de mdédulo X ROS
estd activa, de modo que el conjunto selecciona (es decir,
establece acceso a) la micropalabra ROS situada en la 1ti-
ma %ireccién siguiente X recibida que se encuentra normal-
mente en el registro 24. La micropalabra seleccionada es
entonces proporcionada sobre las lineas 0-15 de salida del
conjunto X ROS a entradas correspondientes de activacisn-de
circuitos 60 a 75 de retencidn de salida de conjunto X RCS
representados en la figura 3E;.y anteriormente durante este
acceso a micropalabra, la linea de-reposicidn de circuito
de retencidén ¥ es activada por impulso para reponer los c¢ir
cuitos de retencidén. Durante el siguiente ciclo X, los cip
cuitos 60-75 de retencidén dan salida a la micropalabra de
conjunto X~R0OS en curso, durante cuyo ciclo es ejecutada.
Simulténeamente con la ejecucidén de la palabra durante este

ciclo X, es generada la siguiente direccién para el mddulo

te modo, es mantenida la memorizacidn transitoria por los

circuitos 60-75 de salida durante el ciclo X en curso para
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permitir la generacién de la nueva direccién. Este sincro-
nismo éoiapédo estd ilustrado en 1& figufa 1 en relacidn cor
los sistemas de sincronismo en los mddulos Y ROS y 2 ROS,
que son idéhticos al sistema de sincronismo del mddulo X ROS
excepto en que las operaciones del mddulo X ROS tienen lugay
un ciclo despud@s que en el mbédulo X ROS y las operaciones
del mbédulo Z ROS tienen lugar dos ciclos después que en el
mddulo X ROS, como se ilustra en la figura 1.

Circuitos de Control de Memoria de Control- General (figura

3 R
La figura 3 representa la disposicidn diagrami
tica general de la realizacidén. E1l generador de sincronis-
mo excita el circuito de la realizacidén con una secuencia
de tres ciclos (ciclo X, ciclo Y y ciclo Z) que, se repiten
con%inuamente, como se representa en la fiéura 1. La reali
zacidn comprende un generador de direccidn siguiente-RGS -
(representado con detalle en la figura 3A) que genera wuna
direccidn siguiente ROS durante cada ciclo ROS, como se ve
en la figura 1; proporciona cadé una de las direcciones si-
guientes ROS como salida, que es la entrada de un selector
de palabra ROS en curso (représentado con detalle en lalfi»
gura 3B) que utiliza cada direceidn siguiente recibida paré
seleccionar (es decir, para establecer acceso a) una micro;
palabra procedente de cada uno de.los tres mbédulos ROS X, Y
v 4. Las selecciones de micropalabra se solapan durante ca-
da dos ciclos que siguen al ciclo de generacidén de direccidn
El selector da salida a cada micropalabra seleccionada hacia
circuitos descodificadores de micropalabra (representados -
con detalle en la figura 3C). Muchas de las salidas de des-

codificador son entradas de realimentacidn al generador de

’
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direccién siguiente ROS.  Tambidn en la figura 3, cibcuitgs
de seleccidn de fuente "utilizar" (represeﬁtados con deta-
lle en ia figura 3D) se hacen cargo de la.ejecucién de las
micropalabras "utilizar" en el sistema de mddulos ROS intep
calados. Los circuitos de seleccidn de fuente "utilizar"
reciben salidas especiales de los circuitos descodificado-
res de micropalabra y entradas especiales de realimentacidn
al generador de direccidn siguiente ROS.

Generador de Dirececidén Siguiente ROS (figura 3A)

La figura 3A ilustra circuitos utilizados para
generar las dirvecciones ROS de 12 bitios. Estos circuitos
se hacen cargo de diferentes modos de direccionamiento: (1)
direccionamiento normal, (2) bifurcacibén incondicional, y
(3) bifurcacidén condicional. -

El modorde direccionamiento normal utiliza el
campo modificador de direccidn siguiente compacto en micro-
palabras "normales". Los circuitos de soporte del modo nor
mal representados en la figura 3A utilizan un ecircuito 22
para combinar en funcidén 1ldgica "O" exclusiva la salida de
una de las puertas "Y" 11, 12 o 13 con la salida de.una_de
las puertas "Y" 14, 15 5 16. LIs decir, las puertas "&" en
cada uno de estos dos grupos activadas por el mismo cicle ‘.
de sinecronismo (X, Y o Z) estin aplicadas como entradas, |
respectivamente, a entradas 22a y 22b del circuito 22 "QO"
exclusivo para generar la direccidn siguiente ROS a la cuai
se da salida por parte del circuito "O" 23.

El modo de direccionamiento de bifurcacién in-
condicional es soportado por la puerta "Y" 21 vepresentada
en larfigura 3A para dar salida a una direccidn sigliente

ROS del circuito 23 "O".
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El modo de direccionamiento de bifurcacidn con
dicional es realizado por una micropalabfa "Utilizar" (re-
presentada en la figura 7),'que:activa ia salida de la puer
ta "Y" 10 o una de las puertas "Y" 11, 12 o 13 para su apli
cacidn a la entrada 22b del circuito 22 "O" exclusivo y la

salida de las puertas "Y" 17 y 90 a la otra entrada 224,

Selector de Palsbra en Curso ROS (figura 3B)

La figura 3B representa los circuitos que esta
blecen acceso a cada micropalab?a, utilizando la salida del
generador de direccién siguiente de médulo ROS representado
en la figura 3A, que es cargada en un registro correspon-
diente de los registros 24, 25 o 26 de direccidn siguiente,

como se determina por el ciclo que estd activo de los tres

cargados, estos registros continfian dando salida a sus bi-
tios de direccién siguiente durante los dos ciclos de, sin-
cronismo siguientes al mdédulo 30, 31 o 32 ROS respectivo,
el cual realiza entonces ia seleccidén de micropalabra del
modo convencional. En el tercer ciclo después de haber si-
do cargada (es decif el siguiente ciclo activo para el mis-
mo mbdulo ROS), la palabra de mddulc ROS seleccionada ggAeg
pedida a una puerta "Y" 36, 37 o 38 respectiva que tienen -
sus salidas combinadas en un circuito "Oh 39 que proporcio-
na la micropalabra seleccionada sobre la linea 16 de la 1li-
nea 41 general. También, estin dispuestas algunas de las
lineas en la linéa 41 general como salidas 42 y 43 que prg
porcionan campos seleccionados en la micropglabra seleccio-
nada.

Circuitos Descodificadores de Micropalabra ROS (figura 3C)

Fl descodificador 400 representado en la figura

’
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3C recibe y descodifica cada micropalabra que procede de la
figufa‘3ﬁ. Las 1ineas 40la a 401n'de-salida de descodifi-

cador proporcionan sefiales a los datos dé la figura 2 para

ejecutar miéropalabras normales leidas del contenido de las
memorias X ROS, Y ROS y Z ROS. Los circuitos representados
en la figura 3C exteriores al descodificador 400 proporcio-
nan descodificacidn y control adicional que se necesita para
soportar la ejecucidén de modos de direccionamiento de bifur-
cacidn incondicional y condicional.

FUNCIONAMIENTO DE 1LOS MODOS DE DIRECCIONAMIENTO SIGUIENTE

Hodo de Direccionamiento Siguienfewmormal

La figura 7 ilustra ﬁn formato para una micro-
balabra de 16 bitios que contiene un campo modificador de di
reccidén siguiente de ¥ bitios que puede ser utilizado en to-
das has micropalabras de modo normal almacenadas en cualquie
ra dé las memorias ROS X, Y o Z (30, 31 o 32 en la figura
3B). En el formato, los bitios 4-7 contienen el campo modi-
ficador de direccidn siguiente de cuatro bitios. Los bitios
0-3 contienen un cbédigo de operacidn para la micropalabra, y
los bitios 8-15 pueden contener .cualquier tipo de campos re-
queridos para el funcionamiento de memoria de control nermal .,
Las operaciones realizadas sobre el siguiente campo 4-7 modi
ficador de direccidn siguiente estdn controladas por los cir-
cuitos ilustrados en la figura 3A que generan la dirececién
de 12 bitios requerida para establecer acceso a la siguiente
micropalabra en la memoria de control representada en la fi-
gura 3B, Como se ﬁa mencionado anteriormente, es generada
la direccidn siguiente de modo normal combinando la salida
de una de las puertas "Y" 11, 12 o 13 con una salida de una

de las puertas "Y" 14, 15 o 16 en el circuito 22 "O" exclusivo

’
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lineas esté&n dispuestas respectivamente como entradas a las

' Se observa que la justificacibn del campo modificador de di-
- reccidn siguiente difiere en cada Una de las figuras 44, B

¥y C, en donde estd justificado en la posicibén C en la figura
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representado en la figura 3A durante un ciclo de sincronis-
mo relacionado. Esta 6peragi6n;de combihéciéﬁ se explicé
ahbra conrelacidn a las figuras.HA, 4B y 4C para las tres
memorias ROS diferentes. La operacidn de combinacidn puede
comprenderse en términos de "justificar" (es decir, alinear)
el campo modificador de direccidn de cuatro bitios con rela
cidén a una de tres posiciones A, B y C diferentes en la di-
reccidn de microinstruccidn de 12 bitios completa expedida
anteriormente durante el Gltimo ciclo de sincronismo por el
circuito "O" 23 de la figura 3A y normalmente almacenada en
uno de los registros 24, 25 o 26 de la figura 3B. La ante-
rior direccidn siguiente estd disponible sobre la barra co-

lectora o linea general 27, 28 o 29 de la figura 3B, cuyas

puertas 12, 13 y 11 de la figura 3A. De este modo, se deri
va la anterior direccidn siguiente Z de la figura YA de la
linea general 29 de la figura éB, y similarmente se derivan
respectivamente las anteriores direcciones siguienterx e Y
de las figuras 4B y 4C de las lineas 27 y 28 de la figura
3B. El campo modificador de direccidn siguiente represenfg
do en cada una de las figuras 4A, 4B y 4C se deriva de iésr
lineas 43 de la figura 3B que son suministradas como entra-

da a cada una de las puertas 14, 15 y 16 de la figura 3A."

BA, (es decir los bitios 8-11 procedentes de la puerta 16),
en la posicidn B en la figura 4B (es decir los bitios 4-7
procedentes de la puerta 15) y en la posicidn A en la figura

C (es decir, los bitios 0-3 procedenfes de la puerta 14). De

’
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este modo, la justificaeidn esté controlada por los diferen
tes.conjuntos de cuatro lingas ﬁaralelas procédentes de iasr
réspectivas puertaé nyn lﬁ, 15 § 16 que estéblecen conexidn
a las correspondientes posiciones de bitio en el circuito
22 "0" exclusivo.

El resultado cde la operacidn ldgica "0" exclu-
siva por parte del circuito 22 estd representado en la figu
ra 4A por la direccidn siguiente X, en la figura 4B por la

direccidn siguiente Y, vy en la figura 4C por la direccidn

-

siguiente Z.

Se ve asi en las figuras 4A, B y C que las mo-
dificaciones de direccidn difieren para las tres memorias
ROS, debido a las diferentes justificaciones requeridas. De

este modo, en la figura LA la modificacién de direccidn pa-

den inferior de las direcciones siguientes X, y permite asi
que los accesos de la memoria X ROS estén separados en in-
teprvalos minimos de una micropalabra. Sin embargo, se ve
en la figura 4B que las direcciones siguientes Y estan modi
ficadas solamente en su campo B central, lo que permite Jue
los accesos de la memoria Y ROS tengan un incremento de =e-
paracién minima equivalente a un intervalo de 16 palabras.
En un sentido similar, la direccién siguiente Z esti modifi
cada solamente en su campo A de orden superior, de modo que
los accesos a la memoria Z ROS tienen un incremento de sepa
racién minima de 256 intervalos de palabra.

Las tres justificaciones A, By C diferentes
cubren el campo completo de direccidén de 12 bitios para di-

peccionamiento de memoria ROS. Ts evidente que durante tres

ciclos secuenciales cualesquiera del generador de impulsos

’
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de sincronismo de memoria ROS, se cubre el_espacio completo
de direccionamiento de 12 bitios, de modo que la direccidn
siguiente ROS total puede ser modificada para establecer -
acceso a cualquier micropalabra en cualquiera de los tres
mbdulos ROS. La operacién secuencial de direccionamiento es
realizada por un microprogramador escribiendo microceddigo,
y las direcciones absolutas de micropalabra en los mddulos
ROS pueden realizarse iﬁdistintamente por un operador huma-
no o con la ayuda de un programa "assembler".

Ld relacién entre los ciclos de sincronismo y
la direccidn siguiente de mddulo ROS generada anteriormente
en combinacién con el campo modificador de direccidén de mi-
cropalabra en curso para proporcionar la direccidén siguien-

te ROS generada en curso, estd representada en la siguiente

tabla I:
TABLA I |
GENERACION (GEN.) DE DIRECCION SIGUIENTE (D.S.)
CICLO DE  D.S. GENERADA D.S. GENERADA DIRECCION DE MI-
STNCRONISMO ANTERIORMENTE EN CURSO CROPALABRA_EJECUTADA
1 4 X(1) .
2 X(1) 7(1) S
3. (1) 201
t 2(1) X(2) X(1)
5 X(2) Y(2y 2(1)
6 ¥(2) 7(2) 7(1)
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Modo de Direccionamiento Siguiente por Bifurcacidén Incondi-
cional _ j

‘Siempre que éI'siséema ROS arranca inicialmen
te; se requiere una direccién de 12 bitios para especificar
la palabra de arranque en la memoria de control. Esta esté
determinada por una micropalabra de bifurcacidn incondicio-
nal del tipo ilustrado en la figura 6, y contiene una direc
cién ROS completa de 12 bitios. ILn la figura 3A, la puerta
"y" 21 proporciona la direccién.ROS de 12 bitios al circui-
to "0" 23 siempre que sea indicada una micropalabra de-bi-
furcacidén incondicional sobre la linea 45 de la figura 3C
a la entrada de la puerta "Y" 21. La otra entrada a la puep
ta 21 esti dispuesta sobre la linea general 42 a partir de

la micropalabra seleccionada de la figura 3B, para prbpor—

la micropalabra de bifurcacidén incondicional.

Modo de Direccionamiento siguiente por Bifurcacidn Condiciof

nal

La figura 5 ilustra el modo de funcionamiento
de bifurcacidn condiciopal. Este modo de funcionamiento ge
nera una direccidn siguiente R0OS, en la cual la parte de or
den inferior de la direccidn siguiente generada estd contro
lada por datos procedentes de cualquiera de cuatro regis-
tros seleccionables en el circuito "O" exclusivo del canal
de datos que pueden enmascararse con bitios correspondien-
tes que proceden indistintamente de dos puntos: a) la direc
cidén siguiente ROS anterior, o b) datos de microprograma en
un registro de mlscaras. Una parte de orden superior de la
direccidn siguiente ROS generada es tomada directamente de

los bitios correspondientes contenidos en: c¢) la direccidn
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siguiente ROS anterior, o d) el registro-de méscara. La
eleccifn entre aycobyd esti determinada por el estado
de un circuito de retencién de miscara sincronizado. Un cam
po intermedio en la direccidn siguiente ROS generada estd
contfolado por el estado de un cifcuito de retencidn de mar
ca indicadora.y el circuito de retencidn preparado.

Todas estas operaciones estén controladas por
la micropalabra "utilizar". El formato de micropalabra -
"utilizar" esti ilustrado en la figura §.

' La ejecucidn de la micropalabra "utilizar" es-
t4 controlada por los circuitos representados en la figura
3D; por las puertas 10, 17 y 90 de la figura 3A3 y ?or la
mayor parte de los circuitos exteriores al descodificador
de micropalabra de la figura 3C. Los bitios de canal de -
datos utilizados por una instruccidn "utilizar" estan selec|
ciénados por los circuitos de la figura 3D, que reciben en
tradas de control de la figura 3C y entradas de'datos,dg la
figura 2. Los bitios de canal de datos seleccionados scn
transmitidos desde los circuitos de la figura 3D a la #uer-
ta 17 de la figura 3A.

La secuencia mis bien compleja de operaciones
ejecutables pofruna micropalabra "utilizar" para generar 1ia
direccidn siguiente ROS estd ilustrada en el ejemplo reprg'
sentado en la figura 5. Comienza con la direccidn siguien-
te X anterior geﬁerada durante el (ltimo ciclo de éincronig
mo y finaliza con la generacidén de la direccidn siguiente
Y durante el cicio de sincronismo en curso.

Los bitios particulares en el canal de datos
son sele&cionados por el campo de fuente de origen (SRCE)

y el cbdigo OP representado en la figura 8. El campo de -

.
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origen especifica uno de-cuatro lugares en el cdnal de daj
tés de los cuales pueden ser seleccionados bitios mediante
una micropalabra "utilizar". Estos cuatro lugares estén
representados en la figura 2 y son los siguientes: el regis
tro de estado, el registro OP, el registro de linea gene-
ral, o los bitios exteriores. Ll campo de origen es una di|
preccién de dos bitios que es descodificada por un descodi-
ficador 100 representado en la figura 3C.

Sin embargo, solamente son utilizados por una
micropalabra "itilizar" la mitad de los 16 bitios de canal ;
de datos enla fuente seleccionada. El cbdigo OP de la mi-
cropalabra "utilizar" designa qué mitad es seleccionada in
dicando si es la correspondiente a los 8 bitios de ordén;
superior (HI) o larcorrespondiente a los 8 bitios de orden
inferior (LO). Estas son las dos micropalabras "utilizar"
diferentes, que solamente se distinguen por sus cddigos OP,
en las cuales una selecciona la bateria de bitios de orden
superior de la fuente de origen designada y la otr; selec-~
ciona la bateria de bitios de orden inferior de la fuente
de origen designada.

La seleccidn de una mitad de los bitios de =~
fuente de canal de datos se debe a la situacién pragmitica
de tener una micropalabra de 16 bitios, (un canal de datoé
de ancho igual a 16 bitios en la figura 2) y a la necesi-
dad de alojar un campo de miscara de datos en la micropala
bra "utilizar" que tiehe sus otros 8 bitios ocupados por
otros campos. Por tanto, solamente puede alojarse una mﬁg
cara de .datos de 8 bitios en ia micropalabra "utilizar" de

16 bitios.

Los circuitos de seleccidn de fuente "utilizar

.
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representados en la figura 3D controlan la operabién de se-

lececidn de canal de datos de 8 bitios. Istos circuitos re-

ciben las lineas 94, 95, 96 y 97 de control de descodifica-

dor procedentes del descodificador 100 de fuente "utilizar"

‘"de la figura 3C para seleccionar la fuente de canal de da-

tos. Reciben también la linea 91 de bateria de bitios de
orden superior y la linea 92 de bateria de orden inferior
proporcionadas por el descodificador de micropalabra repre-
sentado en la figura 3C para indicar cual de los dos tipos
de micropalabras "utilizar" esti siendo ejecutada. Las en
tradas de canal de datos dispuestas en el circuito de ia fi
gura 3D reciben las lineas de sefial de salida correspondien
temente numeradas procedentes de la figura 2.

Fl campo de méscara de datos ocupa las posicio
nes de bitio de 8 a 15 en la micropalabra “utilizar" (vease
la figura 8), y se utiliza como méscara sobre los ochc bi-
tios de datos seleccionados de uno de los cuatro lugares del
canal de datos.

éomo se representa en la figura 5, el campo;%?
de méscara esti combinado en funcidn 1bgica "Y" con los bi-
tios 46 de fuente seleccionada que proceden de la figurél
3D. La puerta "Y" 17 de la figura 3A recibe estas seﬁale§.
sobre las lineas 46 y 47 y proporciona el campo 17 de fuen-!
te de miscara representado en la figura 5. E1 campo l7a de
fuente de miscara es entonces combinado en funcién légica
O-exclusiva con los 8 bitios de orden inferior de la direc
cidén siguiente X generada anteriormente durante un ciclo de
sincronismo X, o alternativamente con los 8 bitios de orden
inferior contenido en el registro de m&scara de bifurcacidn,

dependiendo del estado de un circuito 82 de retencidn prepa
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rado de midscara. De este modo, la direccidn siguiente Y.
que ésfé.siendo génerada durante uﬁ éiclo de sincronismo Y
puedé ser generada a partir de una de dos direcciones basi
cas de 12 Bitios, siendo una de ellas la direccidn siguien-
te X anterior y siendo la otra, como alternativa, el conte-
nido de 12 bitios del registro de miscara. El circuito 22
"0" execlusivo representado en la figura 3A genera la direc-
cidn siguiente Y. Sus 8 bitios de orden inferior en las po

siciones de bitio 4-11 y su campo intermedio en el bitio 3

a la entrada 22a del circuito 22 "0" exclusivo y su otra en
trada 22b recibe un campo de 12 bitios procedente indistin-
tamente de la puerta "Y" 10 o una de las puertas "Y' 11, 12
o 13. La puerta 10 da salida al registro de mascara si. es-
ta ﬁabilitada por el hecho de que esté activado el circuito
de retencidn preparado de miscara. Pero si el cipcuits de
retencidn preparado de miscara esti desactivado, la pﬁerta
12 estd habilitada durante el ciclo Y para seleccionar la
direccién siguiente X anterior.r Los bitios 0-2 de orden sy
perior en el campo de 12 bitios seleccionado aplicados a la
entrada 22b son transmitidos sin modificar a través del eir
cuito 22 "0" exclusivo porque no estén siendo aplicados a la
otra entrada 22a bitios correspondientes de orden superior,
y por tanto forman parte de la direccién siguiente "Y" emiti}
da. El campo intermedio en el bitio 3 es generado en el cir
cuito 22 bajo control de la puerta "Y" 90 que estid siendo
controlada por los bitios 6 y 7 del campo de funcidn en la
micropalabra "utilizar" de la figura 8. Estos bitios de fun
cién estén aplicados como entrada a un descodificador 101 de

marca indicadora "utilizar" representado en la figura 3C,
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‘que proporciona salidas 1, 2 y 3 dependiendo de la codifi-

cacién de los bitios 6 y 7. F'= 1 indica una sefial de prue
ba que es suministrada como entrada a la puerta 90 de la fi

gura 3A. Un circuito 102 de retencidn de marca indicadora

' representado en la figura 3C proporciona también una entra

da a la puerta 90 de la figura 3A para condicionar la puer-
ta cuando el circuito de retencién estd activado. Este cip
cuito de retencidn es activado por una sefial F = 2 proce-~
dente del descodificador 101, y es desactivado por una se-
flal F = 3 procedente del descodificador 10l.  Los esfados
de activacidn, reposicién y prueba del circuito 102 de re-
tencidn de marca indicadora estén controlados por diferen-
tes micropalabras contenidos en un microprograma.

El reéistro 81 de méscara de bifurcacidn repre
sentado en la figura 3C es cargado por una micropalabra de
miscara de bifurcaci6n representada en la figura 9. La =je
cucidn de la instruccién de miscara de bifurcacién no sola-
mente carga el registro 81 de miscara de bifurcacidn, sino
que también activa el circuito 82 de retencidn preparado
de miscara, que es repuesto por la ejecucidn dé una micro-
palabra‘"utilizar" siguiente. Consiguientemente, la opera

cibén de carga del registro 81 de méscara de bifurcacidén so-

~lamente puede ser utilizada una vez por una micropalabra

Yutilizar". Por consiguiente, el registro debe ser cargadc
explicitamente por cada micropalabra "utilizar" que intenta
utilizar el registro de miscara de bifurcacidn.

CONTROL _DE SELECCION DE REGISTRO

Muchas macroinstrucciones utilizadas normalmen

_te por programadores de computadora designan uno o mis re-

gistros para fines generales (registros GPR). La figura 9

’
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es un ejemplo de una macroinstrqccién que designa dos regig
tros R1 y R2 del tipo GPR. _Siemére quersé ejebuta tal ma- '
crbinstruccién, la méquiné debe.identificar'y utilizar cada
registro GPR designado del modo que se reqﬁiere por la ma-
croinstruccién.

La mémoria de control de mddulos intercalados
descrita en esta memoria proporciona un soporte singular pa
ra la designacidén GPR por parte de macroinstrucciones. El
canal de datos representados en la figura 2 tiene un bloque
190 que contiene 4 niveles, cada uno de los cuales tiene -
ocho registros GPR que pueden ser designados en macroinstrug
ciones por un campo de tres bitios. La interpretacidn del
cddigo de operacidn de la macroinstruceién por un micropro-
grama determinard cual de los campos de tres bitios (si exig
%en) es utilizado para el registro Rl y cual otro campo de
tres bitios (si lo hay) es utilizado para el registro R2.
Tal microprograma llamard a la microrrutina representada x
modo de ejemplo en la siguiente Tabla II.

TABLA 1T
CICLO DE SINCRONISMO‘ MICROPALABRA

X (1) Mascara 010 de bifurcacidn
Y (1) UTILIZAR R1
Z (1 7 Bifurcar a UNC

X (2) "Méscara 010 de bifurcacidén (para si-
guiente mierorrutina)

Y (2) Leer registro GPR R1
Z (2) Bifurcar a micropalabra objetivo en la
siguiente microrrutina (o si es desig-
nado el registro R2)

zZ (2) Utilizar R2
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CICLO DE SINCRONISMO MICROPALABRA

o X.(35 Bifurcar a UNC
Y (3) (Cualquier micropalabra para la si-
. guiente microrrutina)
Z (3) "~ (Bifurcar a micropalabra objetivo en

la siguiente microrrutina).

Esta microrrutina esti soportada por circuitos
representados en las figuras 2 y 11. En la figuré,ll, los
registros GPR éstén éontenidos en el bloque 190, que estd
dividido en cuatro niveles LVL 1 a LVL 4 cada uno de los
cuales contiene ocho registros GPR, designados 0 a 7. Una
direccidén de 5 bitios designa cualquiera de los 32 regis-
tros GPR contenidos en el bloque 190, en cuya dirececidn dos
bi%ios designan uno de los cuatro niveles y-los tres bitios
restantes designan uno de los ocho registros GPR en el ni-
vel designado. La direccidn de bloque GPR de cinco bitiecs
ingresa en un registro 193 de direccidn de bloque (es daoir
STA-1) para una designacidn de.negiétro R1, o bien en un,fg

gistro 194 de direccidn de bloque (es decir, STA-2) para

una designacidn de registro R2 en una macroinstruccidn.

La micporrutina de seleccidén de registro GPR -
de la tabla II funciona dei modo siguiente en el conjunto
de mddulos intercalados en el tiempo, de este invento, don
de se supone que el primer ciclo es un ciclo X (1). El ci-
clo X (1) ejecuta una micropalabra de mdscarade bifurcacién
y ajusta el regiétro de méscara de bifurcacidn a la direc-
cidén 010, (la direccién de la micropalabra de lectura para
el primer registrc GPR en el nivel 0,) que es utilizada co

mo direccidn bisica para todos los registros GPR en cual-

’
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quier nivel. El ciclo Y (1) ejecuta una ipstruécién UTILI-

de bitios de orden superior en el registro OP de la figura
2 es designada como fuente que contiene la designacién R1 en
sus posiciones 5, 6, 7 de bitio, y la mascara de datos Se—
lecciona solaﬁente estas posiciones de bitios.

“La salida de direccién de nivel del circuito "0'
55 y la salida de direccién del registro GPR estin concate-
nadas sobre la liInea general 256 y son dejadas pasar en fég
ma discriminadd como entrada alnfegistro 193 o 194 seleccio
nado por el bitio 3 de la micropalabra "legr registro GPR",
Ei descodificador 192 de direccidn de bloque de registros
en la figura 2 descodifica entonces esta direccidn y gelec-
ciona el registro GPR requerido.

Durante el ciclo Z (1) se ejecuta una micropala-
bra de bifurcacidén incondicional, de modo gue durante ¢l ci-
clo 2 (2) puede ejecutarse la micropalabra objetivo de bifun
cacidén. Si la macroinstruccidn en curso designa un fegistro
R2, su rutina objetivo serd similar a la rutina para selec-
cionar el registro GPR designado por Ri.

Durante el ciclo X (2), puede ejecutarse la pri-

mera micropalabra para la siguiente microrrutina. Si la si-

de ejecutar nuevamente la micropalabra de miscara de bifun-
cacibn.

Durante el ciclo Y (2), es ejecutada la micropa
labra "leer GPR". En esta ejecucidén se utilizan los eircui-
tos representados en las figuras 1l y 2.

La figura 11 ilustra el funcionamiento de la mi-

’

cropalabra "Leer GPR". Sus bitios 0-7 corresponden a la des
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cripcidén anterior para una micropalabra de modo de direccig
namiento normal. E1 bitio 8 puesto a 0 para indicar que la

micropalabra estd prevista para leer un registro GPR. El

_bitio 9 es un campo de funcién (FN) que controla el origen

de la direccidn de nivel. Si el bitio 9 es puesto a 1, la
direccidn de nivel se deduce del campo 14, 15 de nivel en
curso en un registro 251 de nivel a través de la puerta "Y"
252 habilitada. Pero si el bitio 9 estd puesto a 0, la di-
reccidn de nivel se deduce, por el contrario, de los bitios
14, 15 de la micropalabra "Leer.Registré GPR". La direc-
cién de nivel seleccionado de dos bitios estd concatenada
con la direccidn de registro GPR de fres bitios obtenida

de la salida de micropalabra de la figura 3C en la linea
general 256 y es hecha pasar en forma discriminada, al re-
gistro 193 o 194 de direcéién de bloque como se determina
por'el estado del bitio 3 del cbdigo OP en la micropalsbra
Leer Registro GPR, y aparece como salida del mismo regis~

tro para establecer acceso al registro GPR contenido en el

‘bloque.

Aun cuando el invento ha sido expuesto y descri
to con respecto a una realizacién preferida del mismo, sé
entenderd §or los expertos en la técnica que pueden reali-
zarse diversos cambios y omisiones en la forma y detalles
del invento sin apartarse del espiritu'ni del alcance del
mismo, que ha de quedar limitado solamente como se expone

en las reivindicaciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencidén en Espaﬁa; por VEINTE afios, son los que se re-
cogen en las reivindicaciones siguientes:

1%.- Un sistema de direccionamiento de memo-
ria de control perfeccionado, que comprende: una plﬁralidad
de mddulos de memoria, un generador de impulsos de sincro-
nismo que da salida a una secuencia de ciclos para dichos
mbdulos de memoria, recibiendo cada uno de los mddulos un
ciclo de sincronismo diferente, medios generadores de direc
cidn siguiente para generar direcciones de palabra siguien-
te para los respectivos médulos de memoria a partir de bi-
tios modificadores de direccidén siguiente recibidos de una
palabra de acceso en curso, medios selectores de palabra pa-
ra seleccionar la palabra en el mbdulo direccionado por la
direccidén de palabra siguiente que aparéce en la salida de
los medios generadores de direccidn siguiente, y medios de
reaccidén para disponer cualquier campo modificador de direc-
cidén siguiente en la palabra seleccionada por los medios se-
lectores de palabra para los medios generadores de direccién
siguiente.

2%,- Un sistema de direccionamiento de memoria
de control como se ha definido en la reivindicacidn 12, com-
prendiendo el sistema de direccionamiento medios para general

eflales modificadoras a partir de campos modificadores de di

/
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reccidn siguiente derivados de micropalébras contenidas en
dichos médulos y para proporcionar estas seflales sobre 1i-
neas de sefial modificadora, medios para alinear las sefiales
generadas para cada mddulo con campos respectivamente dife-
rentes en una direccidn de memoria de control, medios para
combinar las seflales modificadoras recibidas de los medios
de alineacidén para cada mddulo cén una sefial de direccidn
de memoria de control ﬁara una micropalabra Gltimamente di-
reccionada en la memoria de control, siendo la salida de
los medios combinadores la direccidn de memoria de control
para seleccionar la siguilente micropalabra del mddulo del
cual fue derivada la sefial modificadora.

A 3%,- Un sistema de direccionamiento de control
como se ha definido en la reivindicacién 22, en el cual di-
chos medios combinadores consisten en un circuito "0" exclud
sivo., '

43, . Un sistema de direccionamiento de memo-

ria.de control como se ha definido en la reivindicacidn 22,
en el cual es proporcionado un conjunto diferente de lineas
de sefial modificadora por los medios generadorés de sefial
modificadora para cada médula en relacidn con un conjunto 3
particular de lineas de direccidn portadoras de posicionés
de bitio de una direccidn de memoria de control, pr0porcid;
nando los conjuntos diferentes de lineas de sefial modifica-
dora para los diferentes mddulos una alineacidén diferente
para cada uno de los bitios modificadores de médulo.con la
direccidn de la memoria de control; los medios combinadores
tienen un conjunto de entradas conectadas a las 1ineas de
seflal modificadora de cada médulo y otro conjunto de entra-

das conectadas a las lineas de direccidn, y estén previstos
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medios para intercalar en el tiempo las sefiales modificado
ras en las lineas de sefial modificadora conectadas a los
medios combinadores.,

5%~ Un sistema de direccionamiento de memo-
ria de control como se ha definido en la reivindicacién 12,
que comprende adicionalmente un circuito de retencién de
marca indicadora cuyo estado puede ser establecido por un
descodificador de campo de marca indicadora que recibe un
campo de marca indicadora en una micropalabra "utilizar"
para proporcionar una sefial de activacién de circuito de
retencidn de marca indicadora, medios de puerta de origen
para seleccionar posicionesrde bitio de origen en una via
de datos, primeros medios de puerta "Y" que reciben las PO
siciones de bitio de origen seleccionadas de los medios de
puerta de origen y una sefial "utilizar" procedente de un
descodificador de micropalabra, segundos medios de puerta
"Y" que reciben una sefial de prueba procedente del descodi
fiéador de campo de marca indicadora, y la sefial de activa
cidén de circuito de retencién de marca indicadora y una se
flal "utilizar" procedente del descodificador de micropala-
bra, medios para combinar la salida de .los primeros medios .
de puerta "Y" con posiciones de bitio predeterminadas en i&
direccidn siguiente, y para combinar la salida de los segu§
dos medios de puerta con al menos otra posicién-de bitio en

la direccidn siguiente, para generar una nueva direccién si
guiente en el mismo médulo, '

6%.- Un sistema de direccionamiento de memo-
ria de control como se ha definido en las reivindicaciones

22 y Sa, que comprende adicionalmente un registro de mésca

ra para recibir datos programados, un circuito de retencidn
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activado por miscara cuyo estado puede ser establecido por

una sefial de miscara de bifurcacidn procedente del descodi

ficador de micropalabra, terceros medios de puerta "Y" para
recibir la salida del registro de mdscara y una sefial proce]
dente del cifcuito de retencidén activado por méscara para ’
proporcionar la sefial de registro de miscara a los medios

combinadores cuando esté activado el circuito de retencidn
activado por méscara, 9 medios para inhabilitar la direc-

cibn siguiente para los medios combinadores.

72.- Un sistema de direccionamiento de memoria
de control como se ha definido en la reivindicacién ia, que
comprende adicionalmente una via de datos que tiene un blo-
que de registros, y medios descodificadores de direccidn de
registro para seleccionar un registro en el bloque, un re-
gistro de direccidn de bloque conectado al descodificador
de direccién de registro para almacenar la direccidn de un
registro a ser seleccionado en el bloque, un descodificador
de micropalabra que tiene Qna salida de micropalabra de re-
gistro de lectura, medios para transferir una direccidn dc

registro desde una micropalabra de registro de lectura al

registro de direccidn de bloque en respuesta a una sefial pre

sente sobre la salida de micropalabra de registro de lecturg
del descodificador, con lo cual es seleccionado del bloque
de registros el registro direccionado.

82.- Un sistema de direccionamiento de memoria
de control como se ha definido en la reivindicacidn 72, que
comprende adicionalmente un registro de nivel que tiene un
campo de nivel en curso para direccionar un grupo de regis-

tros en el bloque de registro, y medios para controlar la

transmisién del campo de nivel desde el registro de nivel a

i




10

15

20

25

Hoja ntm., VYV

- las posiciones de bitio de orden superior en el registfo
de direccidn de bloque, con lo cual el registro de direc-
cidén de bloque direcciona tanto un grupo seleccionado de
registros en el bloque como un registro particular en el
grupo seleccionado.

98,- Un sistema de direccionamiento de memoria
de control como se ha definido en la reivindicacién g4,
que comprende adicionalmente medios para percibir un campo
de funcidén en una micropalabra de registro de lectura des-
codificada para indicar la seleccidn del camﬁo de nivei-en
curso en el registro de nivel o bien de un campo de nivel
en curso en la micropalabra de registro de lectura, y me-
dios para controlar la transmisidn del campo de nivel indi
cado por los medios de percepcién al registro de direccidn
de bloque.

‘ 10%,- Un sistema de direccionamiento de memeria
de control perfeccionado.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ar-
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y para
los fines que se han especificado. ,

Esta Memoria consta de treinta y tres hojas es-
critas a mdquina por una scla cara.

Madrid, 1817 %™

A, ’
P Albert

Por Por.
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